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(57)摘要

本发明提供了一种半导体晶片、封装结构与

其制作方法。制作封装结构的方法：首先提供一

阵列芯片，包含多个第一管芯。接着提供一晶片，

包含有多个第二管芯。进行一封装步骤将阵列芯

片对应地设置在晶片上，使该各第一管芯对应地

电连接各第二管芯。本发明另外还提供了一种半

导体晶片结构，以及一种封装结构。
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1.一种制作封装结构的方法，包含：

提供一阵列芯片(array  chip)，包含多个第一管芯(die)；

提供一晶片(wafer)，包含多个第二管芯；

进行一封装步骤将该阵列芯片对应地设置在该晶片上，使各该第一管芯对应地电连接

各该第二管芯；

进行一切割制作工艺同时切割该阵列芯片以及该晶片，以形成一封装结构，其中该封

装结构包含：

一个该第一管芯以及一个该第二管芯，该第一管芯与该第二管芯都包含：

第一面；

第二面，与该第一面对应设置；以及

至少两侧面，设置在该第一面与该第二面之间，所述第一管芯的至少一侧面与所述第

二管芯的至少一侧面在与所述第一面或所述第二面垂直的方向对齐；以及

底部填充层，设置在该第一管芯与该第二管芯之间，覆盖并直接接触该第一管芯的该

第一面与该第二管芯的该第二面，且该第一管芯的至少一个该侧面被该底部填充层覆盖。

2.如权利要求1所述的制作封装结构的方法，其中该阵列芯片具有多个管芯区，且各该

管芯区中对应设置有一个该第一管芯。

3.如权利要求2所述的制作封装结构的方法，各该管芯区之间具有一第二间距，该第二

间距介于40微米与60微米之间。

4.如权利要求1所述的制作封装结构的方法，其中该晶片包含：

多个阵列区，每个该阵列区之间具有一第三间距：

多个管芯区设置在一个该阵列区中，其中每个该管芯区之间具有一第四间距，该第三

间距大于该第四间距：以及

该多个第二管芯，各该第二管芯对应设置在各该管芯区中。

5.如权利要求1所述的制作封装结构的方法，该封装步骤包含在该晶片以及该阵列芯

片之间形成一连接元件。

6.如权利要求1所述的制作封装结构的方法，该封装步骤包含在该晶片以及该阵列芯

片之间形成一底部填充层(underfill  layer)。

7.如权利要求6所述的制作封装结构的方法，其中该底部填充层还会形成在该阵列芯

片的一侧壁上。

8.如权利要求6所述的制作封装结构的方法，其中该底部填充层包含环氧树脂。

9.如权利要求1所述的制作封装结构的方法，其中该第一管芯的两个该侧面被该底部

填充层覆盖。

10.一种半导体晶片，包含：

多个阵列区，各该阵列区之间具有一第一间距：

多个管芯区设置在一个该阵列区中，各该管芯区之间具有一第二间距，该第一间距大

于该第二间距：以及

多个管芯，各该管芯对应设置在各该管芯区中；

其中，在该第二间距处形成有至少一个半导体结构。

11.如权利要求10所述的半导体晶片，其中位于同一个阵列区中的该多个管芯实质上

权　利　要　求　书 1/2 页

2

CN 105023877 B

2



相同。

12.如权利要求10所述的半导体晶片，其中位于同一个阵列区中的该多个管芯实质上

相同，但位于不同阵列区的该多个管芯实质上不同。

13.如权利要求10所述的半导体晶片，其中该第一间距大于80微米。

14.如权利要求10所述的半导体晶片，其中该第二间距介于40微米与60微米之间。

15.一种封装结构，包含：

第一管芯以及第二管芯，该第一管芯与该第二管芯都包含：

第一面；

第二面，与该第一面对应设置；以及

至少两侧面设置在该第一面与该第二面之间，其中所述第一管芯的至少一侧面与所述

第二管芯的至少一侧面在与所述第一面或所述第二面垂直的方向对齐；以及

底部填充层，覆盖并直接接触该第一管芯的该第一面与该第二管芯的该第二面，以及

该第一管芯的至少一个该侧面，且该第一管芯的至少一个该侧面完全未被该底部填充层覆

盖。

16.如权利要求15所述的封装结构，其中该底部填充层覆盖该第一管芯的两个侧面。

17.如权利要求15所述的封装结构，其中该第一管芯的至少一个该侧面被该底部填充

层覆盖，但其他侧面没有被该底部填充层覆盖。

18.如权利要求15所述的封装结构，其中该第二管芯的该第一面大于该第一管芯的该

第一面。
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半导体晶片、封装结构与其制作方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种半导体晶片、封装结构与其制作方法，特别来说，是涉及一种具有

阵列区与管芯区的半导体晶片、封装结构与其制作方法。

背景技术

[0002] 在现代的资讯社会中，由集成电路(integrated  circuit,IC)所构成的微处理器

系统早已被普遍运用于生活的各个层面，例如自动控制的家电用品、行动通讯设备、个人电

脑等，都有集成电路的踪迹。而随着科技的日益精进，以及人类社会对于电子产品的各种想

象，使得集成电路也往更多元、更精密、更小型的方向发展。

[0003] 一般所谓集成电路，是通过现有半导体制作工艺中所生产的管芯(die)而形成。制

造管芯的过程，由生产一晶片(wafer)开始：首先，在一片晶片上区分出多个区域，并在每个

区域上，通过各种半导体制作工艺如沉积、光刻、蚀刻或平坦化步骤，以形成各种所需的电

路路线，接着，再对晶片上的各个区域进行切割而成各个管芯，并利用各种的封装技术，将

管芯封装成芯片(chip)，最后再将芯片电连至一电路板，如一印刷电路板(printed 

circuit  board,PCB)，使芯片与印刷电路板的接脚(pin)电连接后，便可执行各种编程的处

理，而形成一完整的封装体。

[0004] 为了达成各种微型化的需求，目前业界对于崭新的封装制作工艺以及封装结构有

着强烈的需求。

发明内容

[0005] 本发明于是提出了一种半导体晶片、一种封装结构与其制作方法，可以提升制作

工艺速度，又能兼顾产品良率。

[0006] 根据本发明其中一种实施例，本发明提供了一种制作封装结构的方法，首先提供

一阵列芯片(array  chip)，包含多个第一管芯(die)。接着提供一晶片(wafer)，包含多个第

二管芯。最后进行一封装步骤将阵列芯片对应地设置在晶片上，使各第一管芯对应地电连

接各第二管芯。

[0007] 根据本发明另外一种实施例，本发明提供了一种半导体晶片，其包含有多个阵列

区、多个管芯区以及多个管芯。每个阵列区之间具有一第一间距。多个管芯区设置在一个阵

列区中，其中每个管芯区之间具有一第二间距，第一间距大于第二间距。每一个管芯对应设

置在每一个管芯区中。

[0008] 根据本发明另外一种实施例，本发明提供一种封装结构，包含一第一管芯、一第二

管芯以及一底部填充层。第一管芯与第二管芯都包含一第一面、与第一面对应设置的第二

面、在第一面与第二面之间的至少两侧面。底部填充层覆盖在第一管芯的第一面与第二管

芯的第一面，且进一步覆盖第一管芯的至少一个侧面，且该第一管芯的至少一个该侧面完

全未被底部填充层覆盖。

[0009] 本发明制作封装结构的方法，其特征在于先将多个管芯通过一阵列芯片与一晶片
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电连接后，再进行切割制作工艺以将各个管芯分开，而形成封装结构。与现有技术相比，可

以提升制作工艺速度，又能兼顾产品良率。

附图说明

[0010] 图1、图1A、图2、图3、图4、图4A、图5、图5A、图6、图6A与图6B，所绘示为本发明一种

半导体结构的制作方法其中一种实施例的步骤示意图。

[0011] 主要元件符号说明

[0012] 300,400        晶片             314             接触垫

[0013] 302,402        管芯             316            阵列芯片

[0014] 304             主动面(有源面)   318             侧面

[0015] 306,406        半导体结构       350,450        阵列区

[0016] 308             硅贯穿电极       352,452        管芯区

[0017] 310            晶体管           500            连接元件

[0018] 312            金属内连线系统   502             底部填充层

具体实施方式

[0019] 为使熟悉本发明所属技术领域的一般技术者能更进一步了解本发明，下文特列举

本发明的数个优选实施例，并配合所附的附图，详细说明本发明的构成内容及所欲达成的

功效。

[0020] 请参考图1、图1A、图2、图3、图4、图4A、图5、图5A、图6、图6A、图6B，所绘示为本发明

一种半导体结构的制作方法其中一种实施例的步骤示意图，其中图1、图2、图3、图4、图5与

图6为立体图，图1A为图1的剖视图。图4A为对应于图4的剖视图，图5A为对应于图5的剖视

图，图6A为对应于图6的剖视图，图6B为对应于图6的俯视图。

[0021] 首先请参考图1与图1A，图1A为图1中沿AA’切线所绘制的剖视图。本发明的半导体

结构的制作方法提供一第一晶片(wafer)300。第一晶片300上定义有多个阵列区(array 

region)350，在一实施例中，各阵列区350呈现如阵列的排列方式，例如具有M排以及N列，使

得第一晶片300包含M×N数量的阵列区350，M与N为大为1的整数。在一优选实施例中，M与N

相等。在本发明中，每个阵列区350之间具有一第一间距G1。

[0022] 如图1所示，每个阵列区350中定义有多个管芯区352。在一实施例中，位于同一阵

列区350中的管芯区352同样呈现如阵列的排列方式，例如具有m排以及n列，使得一个阵列

区350中包含有m×n数量的管芯区352，其中m与n可以是大于1的整数。在一实施例中，m与n

相等。在本发明中，位于同一阵列350区中的管芯区352之间具有一第二间距G2。在一实施例

中，第二间距G2小于第一间距G1，两者的差值大于10微米(μm)，例如是20微米与40微米之

间。在一实施例中，第一间距G1大于80微米，例如是100微米，第二间距G2介于40微米与60微

米之间。而在另一实施例中，第一间距G1也可以等于第二间距G2。

[0023] 后续，进行一个或多个半导体制作工艺，以在第一晶片300上形成至少一个半导体

结构306。如图1A所示，半导体结构306形成在第一晶片300的一主动面304的一侧上。半导体

结构306可以包含各种主动元件或是被动元件，在本发明的一实施例中，半导体结构306例

如包含一硅贯穿电极308、一晶体管310、一金属内连线系统312、及/或一接触垫314，但并不
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以上述为限。第一晶片300中，包含了已完成的半导体结构306的每个管芯区352被定义为一

第一管芯(die)302。

[0024] 关于第一管芯302在第一晶片300中的布局方式，本发明提供至少四种实施态样。

在第一实施例中，位于第一芯片300上的每个第一管芯302都相同(identical)，也就是说，

在每个第一管芯302中半导体结构306的布局与设置完全相同。在第二实施例中，位于同一

阵列区350的每个第一管芯302相同，但位于不同阵列区350的第一管芯302彼此不同，以图1

为例，位于阵列区350A中的多个第一管芯302A都相同，位于阵列区350B的多个第一管芯

302B都相同，但第一管芯302A与第一管芯302B不相同。在第三实施例中，位于阵列区350中

的每个第一管芯302都不同，但不同阵列区350之间各第一管芯302的布局与相对位置相同，

以图1为例，位于阵列区350C的第一管芯302各自为不同的管芯，标示为C、D、F、G、H、I、J、K，

在阵列区350D的第一管芯302各自为不同的管芯，标示为C、D、F、G、H、I、J、K，阵列区350C的

第一管芯302C与阵列区350D的第一管芯302C相同且对应位置相同，阵列区350C的第一管芯

302D与阵列区350D的第一管芯302D相同且对应位置相同，如此类推。在第四实施例中，位于

第一晶片300上的每个第一管芯302都不相同。此外，在一实施例中，半导体结构306也可以

形成在管芯区352以外的地方，例如位于管芯区352与管芯区352之间(即第二间距G2处)、或

者阵列区350与阵列区350之间(即第一间距G1处)，以作为例如测试电路或虚拟电路之用。

[0025] 接着如图2所示，对第一晶片300进行一第一切割制作工艺(dicing  process)，沿

着阵列区350的边缘切割，以形成多个阵列芯片(array  chip)316。每个阵列芯片316包含多

个第一管芯302。

[0026] 接着如图3所示，提供一第二晶片400。第二晶片400大体上具有与第一晶片300相

同的布局，例如第二晶片400具有多个阵列区450，每个阵列区450中具有多个管芯区452，其

中每个阵列区450之间具有一第三间距G3，每个管芯区452之间具有一第四间距G4，第三间

距G3大于第四间距G4。在一实施例中，第四间距G4和第二间距G2相同，使得阵列芯片316上

的管芯区352可以对应于第二晶片400上阵列区450的管芯区452。在一实施例中，第三间距

G3与第一间距G1相同，但于另一实施例中，第三间距G3与第一间距G1也可以不同。第二晶片

400上同样具有半导体结构406(图3未示)，其配置可以和第一晶片300不同，也可以相同。

[0027] 在另外一实施例中，第二晶片400的管芯区452也可以毋须对应第一晶片300的管

芯区352，而可以以「一对多」的方式呈现，例如第二晶片400的一个管芯区452可以对应第一

晶片300的多个管芯区352。

[0028] 而第二晶片400上第二管芯402布局而言，同样具有四种态样：第一实施例中，位于

第二芯片400上的每个第二管芯402都相同；在第二实施例中，位于同一阵列区450的每个第

二管芯402相同，但位于不同阵列区450的第二管芯402不同；在第三实施例中，位于阵列区

450中的每个第二管芯402都不同，但不同阵列区450之间各第一管芯402的布局与相对位置

相同。在第四实施例中，位于第一芯片400上的每个第二管芯402都不相同。而在一实施例

中，第一晶片300与第二晶片400的实施态样会相同，例如当第一晶片300为第二实施例时，

第二晶片400也是第二实施例。但在其他实施例中，视产品设计与规划，他们也可以不相同。

[0029] 接着如图4与图4A所示，进行一封装步骤以将阵列芯片316对应地封装在第二晶片

400的阵列区450上，使阵列芯片316的第一管芯302对应地电连接至第二晶片400阵列区450

的至少一个第二管芯402。本实施例所称的封装步骤，是指任何电连接第一管芯302的半导
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体结构306与第二管芯402的半导体结构406的步骤。在一实施例中，如图4A所示，封装步骤

包含形成一连接元件500，例如锡球，以电连接第一管芯302的接触垫314以及第二管芯402

的接触垫414。而在其他实施例中，也可使用例如硅贯穿电极、铜柱、硅中间板(interposer)

或是打线(wire  bonding)等方式来实现，且不以上述为限。

[0030] 后续，如图5与图5A所示，在阵列芯片316与第二晶片400之间形成一底部填充层

(underfill  layer)502。在一实施例中，如图5A所示，底部填充层502会形成在第一芯片302

与第二芯片402与连接元件500之间所形成的空间中，且为了确保底部填充层502能完全填

入前述空间中，底部填充层502会进一步形成第二晶片400上超出阵列区450边缘的区域，且

覆盖在阵列芯片316的一侧壁318上。在一实施例中，底部填充层502例如是环氧树脂

(epoxy)。本发明由于阵列区450之间具有较大的第三间距G3，可顺利施加底部填充层。另一

方面，管芯区452之间的间距G4即可缩小，可省却晶片空间。

[0031] 最后，如图6、图6A、图6B所示，进行一第二切割制作工艺，以将同一阵列区的第一

管芯302与第二管芯402切割出来，而形成多个封装结构504。如图6与图6A所示，封装结构

504包含第一管芯302与第二管芯402，底部填充层502设置在第一管芯302与第二管芯402之

间。更详细来说，第一管芯302包含有一第一面302a(例如是主动面或正面)、一第二面302b

(例如是背面)、以及位于第一面302a与第二面302b之间的多个侧面302c；第二管芯402包含

有一第一面402a、一第二面402b、以及位于第一面402a与第二面402b之间的多个侧面402c。

底部填充层502会覆盖在第一芯片302的第一面302a以及第二芯片402的第一面402a。

[0032] 在一实施例中，在切割各阵列区450的周围时，第二切割制作工艺中的切割道稍微

突出于阵列区450，使得第二切割制作工艺并不切割底部填充层502，或是仅切割部分的底

部填充层502，而形成三种封装结构504A、504B、504C。如图6与图6B所示，以靠近阵列区450

周围的封装结构504A而言，第一管芯302的一个侧壁302c会被底部填充层502覆盖(可一并

参考图6A)，但其他三个侧壁则没有被底部填充层502覆盖。以位于转角(corner)处的封装

结构504B而言，其第一管芯302的两个侧壁302c会被底部填充层502覆盖，但其他两个侧壁

则没有被底部填充层502覆盖；而其余的封装结构504C，管芯300没有侧壁被底部填充层502

覆盖。并且，如图6A所示，第二管芯402’的第一面402a与第二面402b大于第一管芯302的第

一面302a与第二面302b。

[0033] 此外，第二切割制作工艺主要沿着阵列芯片316的管芯区352或者第二晶片400的

管芯区452切割，而在如前述实施例中「多对一」的情况时，则以面积较大的管芯区为主。例

如当第二晶片400的管芯区452对应于多个阵列芯片346的管芯区352时，第二切割制作工艺

是切割第二晶片400的管芯区452。后续，可进一步对封装结构504做后续的封装制作工艺。

[0034] 本发明制作封装结构的方法，其特征在于先将多个管芯通过一阵列芯片以和一晶

片电连接，再进行切割制作工艺以将各个管芯分开，而形成封装结构。与现有技术相比，例

如「芯片对晶片(chip  to  wafer)」制作工艺，其是以一个管芯个别地连接另一晶片，此现有

技术必须额外加大每个管芯之间的间距以利形成底部填充层(例如每个管芯之间的间距都

大于80微米)，且过程十分耗时。与另一现有技术相比，如「晶片对晶片(wafer  to  wafer)」

制作工艺，其是以一个晶片直接连接另一晶片，此现有技术必须克服两晶片之间的对应程

度，十分容易产生偏移，且容易因尘埃等污染而使两个晶片同时报销，有损制作良率。本发

明则能在上述现有技术中取得平衡，可以提升制作工艺速度，又能兼顾产品良率。
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[0035] 以上所述仅为本发明的优选实施例，凡依本发明权利要求所做的均等变化与修

饰，都应属本发明的涵盖范围。
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图1
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图1A

图2
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图3

说　明　书　附　图 3/10 页

11

CN 105023877 B

11



图4
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图4A
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图5
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图5A
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图6
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图6A
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图6B
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